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단일벽 탄소 나노튜브(SWCNT, single walled carbon nanotube)는 고유의 물리적, 화학적, 

전기적 안정성 및 우수성 때문에 미래 전자 재료의 주요 채널 물질로 각광받고 있다. 합성된 

SWCNT 필름에는 전기적으로 금속성과 p-형의 반도체 특성을 갖는 나노튜브가 섞여있고, 

다양한 방법으로 금속성 튜브를 제거하면 p-형의 전기 특성을 보인다. 한편, 집적 소자를 구

성하는데 기본이 되는 p-n 다이오드의 제작을 위해서는 n-형의 나노튜브가 필요하다. P-형

의 SWCNT에 도핑을 하여 n-형의 SWCNT를 얻기 위한 많은 연구가 진행되었으나, 안정적

인 특성을 유지하는 도핑 기술은 아직 더 많은 노력을 필요로 한다. 따라서, 본 연구에서는 
뛰어난 n-타입의 특성을 보이는 SnO2 나노선과 SWCNT의 이종 접합을 이용하여 p-n 다이

오드 어레이를 제작하였는데, 화학기상증착 방법으로 성장된 SWCNT 와 SnO2 나노선을 직

접전이 방법으로 패턴된 소자 기판에 전이하였다. p-n 접합에서 전류-전압 특성을 측정하여 

정류작용을 확인하였고, 접합 부분에 양의 게이트 전압을 가함에 따라 전류가 증가하는 n-
형 반도체 특성을 관찰하였다. 이는 p-SWCNT 와 n-SnO2 나노선 접합의 전자 에너지 밴드 

다이아그램을 이용하여 설명하였다. 또한 접합 부분에 자외선을 쪼여 측정되는 광전류의 민

감도가 수 백 이상으로 매우 높은 것을 확인하였으며, 이는 제작된 이종 접합 소자를 광전 소

자로 활용할 수 있음을 시사한다.  


